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ДИНАМИКА. КОМПЛЕКСОВ В КРЕМНИИ

А.Е.Ккв, В .Н .С о л о в ь е в

Метод квантовохимического моделирования в приближении ПАЮЮ 

дает возмЭеность проследить динамику атомов в различных 

д е ф е к т н ы х  конфигурациях алмазной решетки. Ранее была показана 

возможность облегченного образования вакансии в окрестности 

примеси У группы в кремнии и выхода в междоузлие узловых при­
месей г

группы (2 \ . Был исследован так называемый эффект кузне 
-шка в алмазной решетке [ э ] . В данной работе установлено, что 

особенности релаксации дефектных конфигураций в алмазной решет

. • ~етик;г взаимных превращений и трансформации
f

к , генераций дефектов Френкеля комплексами V  •>

ке определяет г ' 

комплексов. Так, 

атом У группы в области температур 600-900 К обусловливает 

медленное безрадиациовэое накопление А-цевтров. Такие процессы 

влияет на время жизни носителей в транзисторах и могут быть 

определявши- фактором их естественной деградации.

I  и т о р а т у р а

I .

2 .

Ф

Ке в  А .Е . , Соловьев Г.Н. Искаженные структуры в алмазных 
реш етках. Методические материалы по машинному модалирова™ 
нив дефектов в кристаллах, Кривой Рог, 1978 г.

Кив А .Е ., Соловьев В.Н. Примесные комплексы - гене**торы 
деф ектов. ФТТ (в  печати)

Кив А .Е .» Искандерова З.А., Соловьев БЛ. ^механизме 
образования Е-центра в кремнии. ф1П, И. 199,

^  ^  I %
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